TRANZYSTORY p-n-p
3 BC157, BC158 i BC159

Tranzystory krzemowe epiplanarne malej mocy matej
czestotliwosei.

Tranzystory BC157 i BC158 sg przeznaczone do stosowa-
nia w zakresie czestotliwoéci akustycznych w ukladzie
przedwzmacniacza oraz w stopniach napedzajacych
(driver).

Tranzystor BC159 jest przeznaczony do stosowania w stop-
niach wzmacniaczy o niskim poziomie szuméw.
Tranzystory BC157, BC158 i BC159 sa komplementarnymi
do tranzystor6w BC147, BC148 i BC149.
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Tranzystor w obudowie plastykowej TM1(CE36)

DANE TECHNICZNE

Wartoéci dopuszezalne parametrow eksploatacyjnych

Typ BC157 BC158 BC159
Napiecie kolektor-

-emiter —Ucro 45 25, 20 A%
Napiecie kolektor-

-emiter ~Uces 50 30 25 v
Napiecie emiter-baza  —Ugsy 5 5 5 v
Prad kolektora I 100 100 100 mA
Prad szezytowy

kolektora —Icy 200 200 200 mA
Prad bazy —Ig 50 50 50 mA
Moc calkowita Piot 300 300 300 mwW
Temperatura zlgcza t . 398K (125°C)

Zakres temperatury
sktadowania tstg 218...398 K(—55...+125°C)

7 Elementy péiprzewodnikowe
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SWW 1156-211-

TRANZYSTOR BCI157

Parametry statyczne

przy tamp = 298K
(25°C) min. typ.

Prad resztkowy
kolektor-emiter
przy —Ucgs = 20V —Icgs — 2 100 nA
przy —Uces =20V,
tamp = 398 K
(125°C)

Napigcie przebicia
kolektor-emiter
przy ~Ig =0,

_‘Ic =2mA
przy Rgg =0,

Napiecie przebicia
emiter-baza -
przy —Ic =0,

—Ig = 10pA

Wspb6tczynnik
wzmocnienia pra-
dowego*
przy —Ic =10 A,
—Ucg =5V ha1e

maks.

—Ices — 2 - 4 A

Usrycro 45 —_ — v

U(sRrycEs

U(sr)EBO

k1. VI — 65 — —_
kLA — 100 — —_
przy —Ic =2mA,
~Uce =5V hug kLVIBS — 150 —
) kLA 110 — 240 —
przy —Ic = 100 mA,
—Ucg=5V hoig kKL VI—
kLA — 110 — _
Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy —Ic=10mA,
—IB = 0,5 mA
przy —Ic = 100 mA,
—IB =5 mA
Napiecie nasycenia
baza-emiter
przy —Ic = 10 mA,
—Ig=0,5mA
przy —Ic =100 mA
'—IB = 5mA
Napiecie state miedzy
baza a emiterem
przy —Ic = 2mA,
—Uce =5V Usge

Ucgpsat — 0,1 0,2 V

Ucgsat —_ 0,3 09 V

UBEsat — 07 0,8 V

UBEsat - 0,85 1,2 v

055 062 07 V

* Podziatu na klasy dokonuje sie na Zyczenie odbiorey okre§lone
w zaméwieniu.,
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Parametry dynamiczne

Przy temp = 298K

(25°C)
Czestotliwo§é gra-

niczna

przy —Ic =10 mA,

—=Uceg =5V,

f =100 MHz fr
Pojemno$é kolektor-

-baza

przy —Ig =0,

"UCB =10 V,

f =1MHz
Wspblezynnik szu-

méw

przy —Ic = 0,2mA,

—Ucg =5V,

Ry, = 2kQ,

f=1kHz,

Af = 200 Hz F
Impedancja wejscio-

wa

przy —Ic=2mA,

~Uez =5V,

f=1kHz

CCBO

hlle

Wsp6tezynnik napig-
ciowy sprzezenia
zwrotnego
przy —Ic =2mA,
—Uce=5V,
§=1kHz Rige

Warto§é matosygna-
lowa wspbiczyn-
nika wzmocnienia
pradowego
przy —Ic =2mA,
—Ucz =15 V,
f=1kHz hate

Admitancja wyjscio-
wa
przy —Ic =2mA,
_UCE =5 V)

f=1 kHz Roge

TRANZYSTOR BC158

Parametry statyczne

przy temo = 298K
(25°C)

Prad resztkowy
kolektor-emiter

min,

k. VI 0,4
kLA 1,2

kL. VI —
kLA —

kL. VIT5
kLA 125

k1. VI —
kLA —

min.

przy —~Ucgs =20V —Ices —

przy —Uces =20V,
tamo = 398K
(+125°C)

Napigcie przebicia
kolektor-emiter

przy —Iz =0,
—Ic=2mA
przy Rpe =0,
—Ic = 10pA

Napiecle przebicia
emiter-baza
przy —Ic =0,
-1 E= 10 [.LA

—Icgs

Usryceo 25

U(ryces 30

U sr)EB0 5

typ. maks.
250 —_

_ 6

2 10
—_ 2,2
— 45
250-10-6—
300-10-6—
— 150
—_ 260
—_ 40
— 50
typ. maks.
2 100

2 4

MHz

pF

dB

kQ
kQ

[I]
us

nA

pA

Wspblezynnik
wzmocnienia pra-
dowego*
przy —Ic=10pA,

—Uce=5V h21E

przy —Ic=2mA,
—Ucg=5V

h21 E

przy —Ic = 100 mA,

—Uce =5V hate

Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy —Ic = 10mA,
"“IB = 0,5 mA
przy —Ic = 100 mA,
—IB =5mA

Napiecie nasycenia
baza-emiter
przy —Ic = 10mA,
—Iz=05mA
przy —Ic = 100 mA,
—IB = 5mA

Napigcie stale miedzy
bazg a emiterem
przy —Ic = 2mA,
—ch =5V

Ucgsat

UCEsat

Upgsat

UBEsat

Usge

Parametry dynamiczne

przy tamo = 298K

(25°C)
Czestotliwo$é gra-

niczna

przy —Ic=10mA,

_UCE =5 V,

f =100 MHz fr
Pojemno$é kolektor-

-baza

przy —Ig =0,

—Uca =10 V,

f=1MHz
Wspbtezynnik szu-

méw

przy —Ic=02mA,

—Uce =5V,

R, = 2kQ,

f = 1kHz,

Af = 200 Hz F
Impedancja wejScio-

wa

przy —Ic=2mA,

~Uce =5V,

= 1kHz

Ccro

hlie

Wspélézynnik napie-
ciowy sprzeZenia
zwrothego
przy —Ic =2mA,
_UCE =35 V,

f = 1kHz h12e

w zambéwieniu.

kl. VI—
kLA —

kL B

kl. VI65
kl.A 110

kL B

200

kl. VI—

kLA —

kl.B

kL VI
kL A
kL. B

KL VI
Kl A

kL. B

0,55

0,4
1,2

65 —
110 —
200 —_
— 150
-—_ 240
—_— 480
70 —
110 —
190 —
0,1 0,2
0,3 0,95
0,7 0,38
0,85 1,2
062 0,7
typ. niaks.
250 —_
—_ 6

2 10
— 2,2
—_ 4,5
— 8
250106 —
300-10-¢ —
350+10-6 —

MHz

'pF

dB

kQ
kQ
kQ

* Podziatu na klasy dokonuje sie na zyczenie odbiorey okreslone



Warto§é malosygna-
lowa wspélezyn-
nika wzmocnienia
pradowego
przy —Ic=2mA,
—'UCE' =5 V:
f=1kHz

Admitancja wyj$cio-
wa
przy —Ic=2mA,
_UCE =5 V,
f=1kHz

TRANZYSTOR BCi59

Parametry statyczne

tamb =208 K (25°C)

Prad resztkowy
kolektor-emiter

przy —UCES =20 V—Icgs
przy —Ucgs = 20V,

tambp = 398K
(125°C)

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy —Ig =0,
—~Ic=2 mA
przy Rpe =0,

Napiecie przebicia
emiter-baza

przy —Ic =0,
—Ig=10pA
Wspélezynnik

wzmocnienia prg-
dowego*

przy —Ic=10pA,
—ch =5V

przy —Ic =2mA,
‘—Ucz =5V

przy —Ic = 100 mA,

—UCE =5V

Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy —Ic = 10maA,
—Ig=0,5mA

Napiecie nasycenia
kolektor-emiter

przy —Ic = 100 mA,

—Ig=25 mA
Napiecie nasycenia

baza-emiter

przy —Ic =10mA,

—IB = 0,5 mA

przy —Ic = 100 mA,

—IB = 5mA
Napiecie state miedzy
bazg a emiterem
przy —Ic=2mA,

ch =5V

* Podzialu na klasy dokonuje sie

w zamOwieniu.

hote KLVIT5  — 150 —

kLA 125 — 260 —

kl.B 240 — 500 —_

hage kKLVI— — 40 uS

kLA — — 50 S

kL.B — — 70 us

min. typ.  maks,

- 2 100 nA

—Iczs — 2 4 nA
U(srycro 20 — — Vv
U(Br)cEs 25 —_ — v
UirEesy 5 - —_ Vv
hag kLA — 100 - -
klL.B — 200 — —

haye kLA 110 — 240 —
kLB 200 — 480 —
hayg kLA — 110 —_— -
kLB — 190 —_ -
Ucgsat — 01 02 V
UCEsat - 0,3 0,95 v
UgEsat —_ 0,7 08 V
UBE.sat - 0,85 1,2 V
Usge 0,55 062 07 V

na zyczenie odbiorcy okre$lone

Parametry dynamiczne

przy tamps = 298K
(25°C)
Czestotliwo§é gra-
niczna
przy —Ic = 10mA,
—ch =5 V,
f =100 MHz
Pojemno$é kolektor-
-baza
przy —Ig =0,
~Ucs=10V,
f=1MHz
Wspbtezynnik szu-
moéw
przy —Ic =0,2maA,
—Uce=5V,
Ry = 2KkQ,
f = 1kHz,
A4f = 200 Hz
Wspbélezynnik szu-
méw
przy —Ic = 0,2mA,
UCE =5 Vl
Ry, = 2kQ,
f = 30...15000 Hz
Impedancja wejScio-
wa
- przy —Ic= 2mA,
—Uqg =5 V,
f=1kHz
Napieciowy wspét-
czynnik sprzezenia
zwrotnego
przy —Ic =2mA,
—Ucg =5V,
f=1kHz
Warto§é malosygna-
lowa wspbiczyn-
nika wzmocnienia
pradowego
przy —Ic =2mA,
—Uce =5V,
f=1kHz
Admitancja wyjscio-
wa
przy —Ic =2mA,
—Uce=5YV,
f=1kHz

fr

F

hlle

hme

hﬁe

hoge

Ccero

kl.B

kL A
k1. B

kL A
kl. B

kLA 125

240

kLA —
kLB —

typ.

250

maks.

300-10-6 —
350100 —

260
500

50
70
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MHz
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dB
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kQ
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Zalezno§é wspblezynnika szuméw od czestotliwosci
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Charakterystyka wyjsciowa Ic = f (Ucg); Is — pa- Zalezno§é parametréw macierzy hi; od pradu ko-
rametr lektora hi; = f (Ic)
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